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インフィニオンの半導体は、エネルギー効率、電力密度、費用対効果を高める点を特長としています。幅広い 

OptiMOS™ および StrongIRFET™ NチャネルパワーMOSFET を使用することで、スイッチモード電源（SMPS）、

モーター制御（駆動）、インバータ、コンピューティングなどのアプリケーションで革新性と優れた性能を実現します。

20 V〜300 V パワー MOSFET - OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリー
インフィニオンの革新的な OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーは、オン抵抗や性能指数特性など、電源シ

ステム設計の重要な仕様について、最高の品質と性能に対する要求を満たしています。OptiMOS™ は、発電（太陽光
マイクロインバーターなど）、電力供給（サーバ、テレコムなど）、電力使用（電気自動車など）向けの効率性に優れた

ソリューションでマーケットをリードします。

パワフル コンビネーション
利点

 › 20 V～300 V の拡張された製品ポートフォリオ 

 › 幅広いニーズに対応可能

 › クラス最高の技術 → OptiMOS™

OptiMOS™ – 高周波数および低オン抵抗 RDS(on)  のアプリケーション向けに最適化 StrongIRFET™ – 低周波数および耐久性の高いアプリケーション向けに最適化

OptiMOS™ と StrongIRFET™

低周波数および耐久性の高いアプリケーション向けに最適化



OptiMOS™ パワーMOSFETは、卓越したクラス最高の性能を実現します。高スイッチング周波数アプリケーション

向けに超低オン抵抗RDS(on) と低電荷を特長としています。StrongIRFET™ パワーMOSFETは、高い耐久性を必要とす
る産業アプリケーション向けに設計されており、低スイッチング周波数または、大電流を必要とする設計に最適です。

OptiMOS™ ファミリーの特長 StrongIRFET™ ファミリーの特長

各ファミリーの特長概要
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高周波スイッチングに最適 業界最高のFOM（性能指数）

超低オン抵抗 RDS(on) 20 V～300 V ポートフォリオ 高効率と高電力密度
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右のグラフは、スイッチング周波数ごとに、ベーシックな標準品群、価格性能比のバランスのとれた製品群、

そして差別化製品群の推奨製品シリーズを示しています。

低周波数アプリケーションでは、クラス最高の性能が必要とされる場合、OptiMOS™ 5 が最適です。ただし、

クラス最高の性能が不可欠ではなく、コストをより重視する場合、20 V～75 V のアプリケーションには

StrongIRFET™ が適しています。

80 V～150 V の電圧でクラス最高の性能を求める場合は、OptiMOS™ 5 が適しています。クラス最高の性能

が不可欠ではなく、価格性能比がより重要な場合は、OptiMOS™ 3 も適します。

150 V を超える電圧では、OptiMOS™ 3 が利用可能です。さらに、ここではHEXFET™ と表示されている従

来のトレンチMOSFETも、コストを重要視する高コモディティ市場では選択肢の1つとなります。

高周波数アプリケーションでは、クラス最高の性能と価格性能比が求められる場合、最大150 V までは

OptiMOS™ 5 が適します。高い性能がそれほど重要でない場合は、OptiMOS™ 3 も利用可能です。低周波

数アプリケーションの場合と同様に、150 V を超える電圧にはOptiMOS™ 3 を利用できます。

製品ファミリーの位置付け
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Best-in-class OptiMOS™ 5
20 V–150 V

StrongIRFET™
20 V–75 V
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ブレークダウン電圧
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価格性能比
バランス製品群

ベーシック
標準品群

HEXFET™
80 V–300 V

OptiMOS™ 5
80 V–150 V

OptiMOS™ 3
80 V–150 V

OptiMOS™ 3
200 V–300 V

Best-in-class OptiMOS™ 5
20 V–150 V

OptiMOS™ 5
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20 V–150 V
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OptiMOS™ 3
200 V–300 V

100 kHz 未満の低周波数アプリケーション

100 kHz 以上の高周波数アプリケーション



インフィ二オンの OptiMOS™ ポートフォリオに StrongIRFET™ パワーMOSFET が加わり、真のパワフル 

コンビネーションが誕生しました。ポートフォリオの統合により20 V～300 V の MOSFET をカバーし、低ス
イッチング周波数から高スイッチング周波数までの幅広いニーズに対応できます。下の表は、主なサブアプリ

ケーションと耐圧クラスごとに推奨する OptiMOS™ 製品または StrongIRFET™ 製品の分類を示しています。

ポートフォリオの統合
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ポートフォリオの統合により、幅広いパッケージを提供します。ここでは耐圧範囲別にラインナッ

プされているパッケージを示しています。各耐圧クラスにおいて、ご用意のないパッケージがある

場合もありますのでご注意ください。新製品ではパッケージ名が統一されます。CanPAK™、S308、

および PQFN 5x6 は、将来的にそれぞれDirectFET™、PQFN 3.3x3.3、および SuperSO8 という
呼称に変更されます。

耐圧クラス別パッケージ
表面実装デバイス技術パッケージ

20 V–80 V

D²PAK 7pin D²PAK 7pinD²PAK 7pin TO-247 TO-247 TO-247

D²PAK D²PAKD²PAK TO-220 TO-220 TO-220

TO-Leadless TO-LeadlessTO-Leadless TO-220 FullPAK TO-220 FullPAK TO-220 FullPAK

DPAK DPAKDPAK I²PAK I²PAK I²PAK

DirectFET™ DirectFET™DirectFET™

SuperSO8 SuperSO8SuperSO8

SO-8 SO-8SO-8

PQFN 2x2

PQFN 3.3x3.3 PQFN 3.3x3.3PQFN 3.3x3.3

20 V–80 V100 V–150 V 100 V–150 V200 V–300 V 200 V–300 V

スルーホールデバイス技術パッケージ

TO-220 TO-220

TO-220 FullPAK TO-220 FullPAKTO-220 FullPAK TO-220 FullPAKTO-220 FullPAK
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